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Abstract: Photo-Luminescence (PL) and Cathode-Luminescence (CL) apparatus were designed 
and created for measurements of fluorescent light from many kinds of semiconductors and other 
various high-functional materials.  A 375-nm wavelength ultra-violet laser beam focused in ~5 
μm diameter at a target surface is used for stimulating target materials in PL measurement. A 
well-collimated electron beam of several micro amperes at maximum energy of 30-keV is used 
for stimulating target materials in CL measurement. Luminescences between 200 nm-950 nm 
wavelengths are introduced into a single crystal Ge detector via the light-fiber. One photon 
produces one electron via the photoelectric effect in Ge crystal. Thus, according to the number of 
incident photons, the same number of electrons is produced and emitted from Ge crystal and 
introduced into a photo-multiplier, which amplifies these electron numbers by about one million. 
These amplified electrons are introduced into a high-sensitivity current meter. Thus, 
luminescence intensity is proportional to current intensity. Even one photon can be detected by 
this analysis system. We successfully observed luminescence from fluorescent oil painted on the 
Si substrate and luminescence from the GaAs semiconductor substrate. 













 2005 年度は RHEED 測定について完全ではない


































































































































図 2. PL 装置、CL 装置の上から見た図. 





























































図 5.  分光器の概要.  A.  分光器と光電子増倍管の校正尾示す概要.  B. Czerny-Turner マウント.  C.
グレーティング. 
図 6. 光電子増倍管の構造. 




























































































それぞれのピークの波長は、左から 375 nm、750 nm、
1125 nm となった。 
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図 9. 励起光の微分波形スペクトル． 
図 10. 励起光の積分波形スペクトル． 
図 8. 真中の細長い計器が高感度電流計である．電流
積分計としての機能も備えている． 
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  レーザーの波長である 375 nm の波長は見る事が
できるはずだが、なぜ 750 nm,1125 nm でもピーク
が観測されるのか、当初は分らなかった。その後、
グレーティングにある凹凸でブラッグの回折条件で
光が強め合い、その光がちょうど 750 nm, 1125 nm
の位置に出たもので実際は 375 nm の光を見ている
ことが分かった。分光器の中では光が入ってきた時
のグレーティングの角度から波長を選別するので、









蛍光塗料を塗った Si に関する討論 













蛍光塗料を塗った Si に関する討論 
















500～570 nm の領域にある為、観測された波長 520 
nm の波長は、蛍光塗料の光であると考えられる。
測定されたもう一つの波長 1040 nm の光は、波長







ことができる。測定結果（図 13）より、波長 867 nm
の光が出ていることが分った。（１）式より、GaAs







































図 12. 蛍光塗料を塗った Si からのスペクトル
867 nm
図 13. GaAs のバンド間遷移スペクトル 
520n
m
図 11. 蛍光塗料を塗った Si からのスペクトル
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